
C E  M l IN S T Y T U T  T E C H N O L O G II E L E K T R O N O W E J

Dioda elektroluminescencyjna z GaAs/GaAlAs wykonana technikę 
wielowarstwowej epitaksji jest przystosov/ana do połączenia ze 
światłowodem o aperturze numerycznej NA = 0,2 i średnicy rdze­
nia 0 r = 50 ̂ um. Hoże być stosowana w światłowodowych łączach 
telekomunikacyjnych krótkiego i średniego zasięgu.

COYP 06 FA 
CQYP 06 F8 
COYP 06 FC

DIODA ELEKTROLUMINESCENCY3NA
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Charakterystyka mocowo- Względny widmowy ro2 kład mocy
-prędowa promieniowania

Charakterystyka prędowo-napię- Zależność dopuszczalnego prę- 
ciowa du przewodzenia od temperatu­

ry obudowy
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WARTG&CI DOPUSZCZALNE PARAMETRU 17

Pręd przewodzenie 

Nspięcio wsteczno 

Temperatura obudowy 

T etaperatu ro przechowywani a

XF 100 mA

UR 2 V

tcase -40 «0 *55 °C

istg -40 4-70 °C

INSTYTUT TECHNOLOG*I ELEKTRONOWEJ 
Al o Lotników 32/46 
02“6S8 Waraaswa
tol. 435401 Druk ZOINTE XTE ¿aa ,¿$¿7 n.3<0O
tlx 015647

maj 1907 Pararnstry i obudowa mogę uloc zmianie
Cena 40 z?c

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE


